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عبدالنبی‌كوثرياندكتر‌ا:  استاد راهنم  
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شهید‌چمراندانشگاه :  مهندسیدانشكده:   برق‌گروه :   

   130تعداد صفحه:                                          22/11/1332تاريخ فارغ التحصیلی : 

 پیوند.‌همرانش،‌ساختارهای‌-،‌حل‌عددی‌معادلات‌نفوذInP سلول‌خورشیدی‌‌:کلید واژه ها 

به‌‌؛باشدها‌برای‌تبديل‌انرژی‌خورشید‌به‌الكتريسیته‌میيكی‌از‌بهترين‌انتخاب‌InPسلول‌خورشیدی‌فیلم‌نازک‌

‌نیمه ‌اين ‌ثابت‌جذب‌بالای ‌تقريبا‌دلیل ‌دمای‌شك‌(،‌cm/510هادی) ‌و ‌بالا ‌مقاومت‌تابشی ،‌ ‌مستقیم اف‌انرژی

سازی‌از‌مدل‌در‌اين‌پايان‌نامه‌برای‌شبیهشود.‌‌ها‌در‌كاربردهای‌فضايی‌محسوب‌می‌تابكاری‌كم‌از‌بهترين‌گزينه

‌نفوذ-نفوذ ‌معادلات ‌است. ‌شده ‌استفاده ‌بعدی ‌نرم-رانش‌يک ‌كمک ‌به ‌گامل ‌روش‌عددی ‌به افزارهای‌رانش

MATLABو‌‌Silvacoنحوه‌انتقال‌حاملشدهحل‌‌‌ ‌در‌ابتدا ها‌و‌عواملی‌كه‌های‌تولید‌شده‌در‌اين‌نوع‌سلولاند.

ها‌به‌شوند،‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است.‌از‌آن‌جايی‌كه‌در‌اين‌دسته‌سلولموجب‌محدوديت‌كارايی‌سلول‌می

‌نور‌بیمت‌كم‌لايه‌جاذب‌فاصلهدلیل‌ضخا شتری‌به‌اتصال‌پشتی‌ی‌بین‌اتصال‌پشتی‌و‌ناحیه‌تخلیه‌ناچیز‌است،

كارهايی‌جهت‌دور‌كردن‌باشد.‌از‌اين‌رو‌راهرسد‌و‌بازتركیب‌در‌اين‌ناحیه‌مكانیسم‌تلفات‌اصلی‌در‌سلول‌میمی

‌اتصال‌پشتی‌سلول‌همچون‌حامل ‌از ‌‌BSFای‌و‌‌ی‌پنجره‌افزودن‌لايهها ‌و ‌مبنا ف‌شكاتدريجی‌كردن‌به‌ساختار

‌اف‌انرژیشكبا‌‌K‌999در‌دمای‌‌InPسازی‌سلول‌در‌شبیه.‌گرفته‌است‌مورد‌ارزيابی‌قرارای‌‌ی‌پنجره‌لايهانرژی‌

eV‌1/35‌ ،V‌853/9Voc=‌ ،2cmmA‌51/99Jsc=‌ ،17/72FF=‌‌ ‌راندمان ‌شبیه%51/29و ‌در ‌و ‌سلول‌، سازی

است‌كه‌نسبت‌به‌‌بدست‌آمده‌%‌5/99و‌راندمان‌‌=V‌910/1Voc=‌،2cmmA09/90‌Jsc=‌،77/76FF،‌‌پیشنهادی

‌.%‌بهبود‌يافته‌است00/6سلول‌پايه‌
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  InPسازي سلول خورشيدي فيلم نازك   تحليل و شبيه:  عنوان پايان نامه 

دكتر عبدالنبي كوثريان:  ااستاد راهنم

دكتر محمد سروش: استاد  مشاور

الكترونيك :گرايشبرق :رشتهكارشناسي ارشد: درجه تحصيلي  
برق :گروه مهندسي: دانشكدهشهيد چمران: دانشگاه   

  130:تعداد صفحه                                          27/11/1392: تاريخ فارغ التحصيلي 
 .پيوند رانش، ساختارهاي هم- ، حل عددي معادلات نفوذInP سلول خورشيدي  :كليد واژه ها 

باشد؛ به ها براي تبديل انرژي خورشيد به الكتريسيته ميبهترين انتخاب يكي از InPسلول خورشيدي فيلم نازك 
اف انرژي مستقيم ، مقاومت تابشي بالا و دماي شك ،) cm/510تقريبا( هادي دليل ثابت جذب بالاي اين نيمه

سازي از مدل نامه براي شبيه در اين پايان. شود ها در كاربردهاي فضايي محسوب مي تابكاري كم از بهترين گزينه
افزارهاي رانش به روش عددي گامل به كمك نرم-معادلات نفوذ. رانش يك بعدي استفاده شده است-نفوذ

MATLAB  وSilvaco ها و عواملي كه هاي توليد شده در اين نوع سلولدر ابتدا نحوه انتقال حامل. اندحل شده
ها به از آن جايي كه در اين دسته سلول. بررسي قرار گرفته است شوند، موردموجب محدوديت كارايي سلول مي

ي بين اتصال پشتي و ناحيه تخليه ناچيز است، نور بيشتري به اتصال پشتي مت كم لايه جاذب فاصلهدليل ضخا
دن كارهايي جهت دور كراز اين رو راه. باشدرسد و بازتركيب در اين ناحيه مكانيسم تلفات اصلي در سلول ميمي

تدريجي كردن شكاف به ساختار مبنا و  BSFاي و  ي پنجره ها از اتصال پشتي سلول همچون افزودن لايهحامل
اف انرژي شكبا  K 300در دماي  InPسازي سلول در شبيه. اي مورد ارزيابي قرار گرفته است ي پنجره انرژي لايه

eV 1/35 ،V 853/0Voc= ،2cmmA 51/33Jsc= ،18/82FF=  سازي سلول ، و در شبيه%51/23و راندمان
است كه نسبت به  بدست آمده % 5/30و راندمان  =V 019/1Voc= ،2cmmA43/34 Jsc= ،88/86FFپيشنهادي ، 
  .بهبود يافته است% 99/6سلول پايه 
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هاي گوناگون نياز روز افزوني به انرژي پيدا  هاي علمي در زمينه امروزه بشردر اثر پيشرفت

هاي گوناگون انرژي مورد نياز خود را كسب  اين امر بشر را بر آن داشته تا با روش. كرده است

هاي  سوخت(هاي سنتي  ترين مشكلي كه در توليد انرژي به روش ‐در عين حال اساسي. كند

ها، همچون گرم شدن  هاي زيست محيطي آن وجود دارد آلودگي) فسيلي، گاز طبيعي و زغال سنگ

ي توليد  هاي فسيلي، و افزايش هزينه اي، همچنين كاهش سوخت خانه ي زمين و اثرات گل كره

به منابع انرژي جديدي كه هم تا حدي پايان ناپذير باشند  بنابراين روي آوردن بشر.باشد ها مي آن

در اين بين انرژي خورشيد به . و هم اينكه باعث آلودگي هوا نشوند امري اجتناب ناپذير است

عنوان يك منبع پاك، آزاد و تجديد پذير پايدار، به عنوان جايگزيني خوب براي ساير منابع انرژي 

توان گفت منشاء تمام  شيد منبع عظيم انرژي است و ميخور. مورد توجه قرار گرفته است

رسد، براي برآورده كردن  انرژي تابشي خورشيد كه در هر روز به زمين مي .هاي ديگر است انرژي

مستقيم  انرژي خورشيدي به طور مستقيم يا غير. ي زمين كافي است انرژي مورد نياز يك سال كره

هاي فوتوناستفاده از . گرما و الكتريسيته تبديل شود تواند به ديگر اشكال انرژي همانند مي
	

	 

. كند ترين آسيب را به محيط زيست وارد مي خورشيد براي توليد انرژي، فرآيند پاكي است كه كم


